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Kleinstgnalersatzschalthild

ist immer fiir kleine Frequenzen, d.h fir @=s0.
Also keine C und L in der Schaltung,
Gleichspannung,
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w=0=1, o=w=0
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Verlauf im 3. Quadranten

w=1=>3dB im Diagramm
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O0=Uet U U In Pfeil zeigt in Richtung der Ladungstrager —
Masfchc, 0=Upg-+Lns-Us bei positiver Spanmnp am Gate 5
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lp=0; Ups=Ub  (UJgl0) -
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Fan-Out = Anzahl der an ein Gatter
anschlieRbaren gleichwertigen Gatter




